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В настоящее время процессы прохождения энергетических ионов и электронов через тонкие пленки и наноструктуры хорошо изучены. Однако, особенности вторично-ионной эмиссии «на прострел» остаются исследованными недостаточно. В данной работе изучен процесс вторичной ионной эмиссии «на прострел» при ионной бомбардировке тонких пленок, а также оценены возможности использования этого явления для анализа поверхности сверхтонких пленок и конденсированных сред.  
Исследования были выполнены при бомбардировке тонких пленок Cu, Ag а также наноструктур металл-полупроводник толщинами (400 ионами Nе+ с энергией 5-10 кэВ. Пленка-мишень бомбардируются с одной (тыльной) стороны, а эмиттированные вторичные ионы регистрируются с обратной (лицевой) стороны пленки и пропускаются через масс-спектрометр. Таким образом, реализован процесс вторично ионной масс-спектрометрии (ВИМС) «на прострел». Проведен сравнительный анализ масс-спектров вторичных ионов поверхности одной и той же пленки методом «на прострел» и «на отражение». Обнаружено, что в масс-спектрах «на прострел» полностью отсутствует пики кластерных ионов, тогда как в спектрах «на отражения» наблюдается интенсивные пики этих ионов. Предварительные эксперименты показали, что ВИМС «на прострел» с успехом можно использовать для анализа поверхности как поли-, так и монокристаллических пленочных систем металл-металл, металл-полупроводник толщиной до несколько тысяч ангстрем, а также наноструктур. При этом в ВИМС «на прострел» бомбардируемая и анализируемая поверхности разделены толщиной пленки, и поверхность анализируется без существенного возмущения и разрушения её первичным пучком.  


